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2. Formation of acceptor band by point defects and dopes in narrow-gap p-Hg1-xCdxTe crystals

Реферат:
1. У дисертації подано результати дослідження властивостей кристалів і епітаксійних структур
вузькощілинного p-Hg1-xCdxTe, пов'язаних з активними точковими дефектами і домішками. Узгоджено
параметри зонної структури Hg1-xCdxTe і показано, що зона важких дірок при малих енергіях істотно
непараболічна. Побудовано прецизійний оптичний метод роздільного вимірювання концентрації електронів
і дірок при кімнатній температурі. Визначено константи рівноваги власних дефектів та механізми їх
взаємодії при низьких температурах. Досліджено електрофізичні та фотоелектричні властивості легованих
кристалів n- і p-типу при 77 К, особливості стрибкової та металічної провідності, будову та характеристики
акцепторної зони кристалів p-Hg1-xCdxTe. Вивчено взаємовплив підкладки й епітаксійного шару Hg1-
xCdxTe. Запропоновано новий напрямок застосування варізонних структур p-Hg1-xCdxTe.

2. Results of researches of properties of narrow-gap p-Hg1-xCdxTe crystals and epitaxial structures due to active
native defects and impurities are represented in the thesis. Parameters of band structure are coordinated, and it is



shown, that the heavy hole band is essentially not parabolic at low hole energies. A precision optical method for
measurements of electron and hole concentration at room temperature is elaborated. The constants of equilibrium
of native defects and mechanisms of its interaction at low temperatures are determined. Electrical and physical,
photoelectrical properties of the doped n- and p-type crystals at 77 K, peculiarities of hopping and metallic
conduction, and structure and characteristics of the acceptor band of p-Hg1-xCdxTe are investigated. Mutual
influence of a substrate and epitaxial film of Hg1-xCdxTe is studied. New application for variable-gap Hg1-xCdxTe
structures is offered.
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